
Кристаллы ВаВ.О^ состоят из изолированнее анионных групп (&
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)*~ и катионов В а [2].

Как верхняя часть валентной зоны, так и дно зоны проводимости формируются энергетическими сос-
тояниями атомов, входящими в группу (В
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 данной анионной группе существуют мостиковые

и немостиковые атомы кислорода. Последние наиболее слабо связаны с бором.
Воздействие радиации, по-видимому, может приводить к разрыву связи B-Q к образованию радиа-

ционного дефекта, дающего полосу поглощения 2IQ нм, расположенную на краю фундаментального пог-
лощения кристаллов ЪаВ

л
О^ .
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ВЛИЯНИЕ НАВЕДЕННЫХ ДШЕКТОЗ НА M3SPH7B ПРОЧНОСТЬ КРИСТАЛЛОВ КТР

. Б.И. Захаркин, B.C. Наумов, Н.И. Павлова, 0.5. Бьапок

Исследовано влияние наводимых гамма-излуче-
нием (до доз 8-10 Р) и потоком быстрых нейтро-
нов (до 1Сг нейтр/см ) дефектов в кристаллах КТР

. на их ядерную прочность на длинах волн 1,06 и
0,53 мкм при длительности импульса 10±1 не вовре-
мя однократного и многократного воздействия ла-
зерного излучения.

Опыт применения кристаллов КТР для генерации оптических гармоник излучения твердотельных ла-
зеров выявил ряд особенностей, связанных с образованием в ю м дефектов под действием этого излу-
чения с длиной волны Л ̂  Of 54 мкм. Процесс образования дефектов сопровождается существенным уве-
личением оптического поглощения и снижением генерационных параметров преобразователей частоты
на этих кристаллах [1,2].

В настоящей работе исследовалось влияние дефектов в кристаллах КТР на их лазерную прочность.
Для стимуляции процессов дефектообразования проводилось облучение кристаллов гамма-квантами на
источнике ° Со до доз JZ)j- =10 Р л на реакторе пучком быстрых нейтронов до потокаф =10"жйтр/см?
До и после облучения регистрировались спектры поглощения образцов в диапазоне длин волн 250-
1200 нм и измерялась их лазерная прочность на длинах волн 1,06 и 0,53 мкм при длительности им-
пульса 10—I не при однократном л -.яогократном воздействии лазерного излучения.

Анализ спектров поглощения, наведенного га:.зда-издучением и потоком нейтронов,показал, что
полученные спектры качественно ::,гентичны друг другу. При этом в пределах примененных лоз га;,~ла-
облученяя прирост поглощения з образцах ХТР был заметно больше, чем при облучежтя нейтронаг.гл.
Лазерная прочность сбразцез, :-:апр;т:тз, существенно умекьгзлась з случае сблучежи келтрска:.;;:,
з тс зре.-.гч как га:.г.п-сблу*!ен::э приводило к незначзтельнеггу уменьшению этого параметра. Результа-
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ты измерений порогов разрушения W кристаллов КГР лазерным излучением на длине волны 1,06 мкм при

диаметре сфокусированного луча 26 мод (TEM^,- мода) приведены ниже. Так, при 25у =0 \/=5,6ОТВ$/®л*1
6 2 2 ф 1 3 2

е сфокусированного луча 26 мод (TEM^, мода) приведены ниже. Так, при 25у 0 \ / 5 , Т $ / 1
при .А- = Ю

6
 ? W=4,80 ГВт/сй

2
,' при J25

r
=IO P W=4,50 ГВт/см

2
- и при ф = Ю

1 3
 кейтр/см

2
 W =

=2,04 ГВт/см
2
.

При этом не отмечено заметного изменения порога лазерного разрушения в зависимости от направ-
ления распространения лазерного луча "в кристаллах КТР.

Порог разрушения кристаллов КТР на длине волны 0,53 мкм при тех же условиях фокусировки излу-
чения составил на необлученных образхгза 2,2 ГВТ/CNT, после воздействия гамма-излучения дозами
3-Ю и 8-10 Р - 1,5 и 1,1 ГВт/см соответственно. Исследования облученных и необлученных крис-
таллов при многократных воздействиях лазерных импульсов не обнаружили .заметно выраженного эффекта
накопления вплоть до уровней плотностей мощности излучения 0,8* W

n a o
( ^ n o p ~ порог разрушения при

однократном воздействии). Пороги разрушения КГР характеризуются сильной размерной зависимостью.
Так, увеличение диаметра сфокусированного пятна излучения с 26 до 150 мкм привело к снижению по-
рогов разрушения до 0,5 ГВт/см*.

Значительное влияние на лазерную прочность КТР нейтронного облучения можно объяснить тем, что
при воздействии нейтронов наряду с центрами окраски ионизационной природы, характерными для гам-
ма-облучения, образуются более крупные нарушения кристаллической решетки типа вакансий, каскадов
смещений.
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ЗЛИЯНИЕ И0ШЙИР7ВДИХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ПАРАМЕТРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ

С РАБОЧЕЙ ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 1,54 'мкм " •

0.9. Бышок, Б.И. Захаркин, Г.Я. Колодный, O.S. Сидорюк

Исследованы образцы покрытий на основе 7г 0
z
 ~

Si0
3
n 2 ? Q

Z
~ Si0

2
 на подложках из кзарца K7-I,

стекла K-I08 и ЛСЭХ после воздействия гаша--< до доз
10 рад) и гамма-нейтронного (до потоков-10* нейгр/Ьг.)
излучений.

Диэлектрические покрытия оптических элементов во многом определяют характеристики оптико-
элзктронных систем и поэтому являются предметом интенсивных' исследований. Настоящая работа посвя-
щена исследованию влияния йснизнрущях излучений на оптические параметры и лазерную стойкость мно-
гослойных диэлектрически пскрыткй, цр^лняемых при кснструированяз лазеров нового покслен:*л, ра-
ботающих з безопасном для органов зрения спектральксм диапазоне.
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